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１．概要（Summary） 

Ge は Si よりも移動度が高く、ディスプレイのスイッチン

グ素子として用いられる薄膜トランジスタ（TFT）の特性向

上が期待できる。本研究では Ge を活性層、ソース・ドレイ

ン部にトンネル絶縁膜を用いた薄膜トランジスタ作製する

ために、Si 基板に絶縁膜として Si 熱酸化膜を形成しその

上に a-Ge を成膜した。その後、熱結晶化を行い、結晶性

をラマン分光法により評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

 プラズマ CVD(PECVD)装置 

 

・実験方法 

2 インチ p 型 Si（100）基板（8-12Ωcm）を RCA 洗浄

（SC-1、80℃、10min）後、純水で 5s、1 次洗浄、2min

程度流水洗浄した。0.5%HF 水溶液で 1min 洗浄後、ス

ピンコータと N2 パージにて乾燥させた。 

電気炉にて炉内温度 1000℃、O2 流量 3L/min、H2 流

量 3L/min、処理時間 750s の条件で Si 酸化膜を形成し

た。Si 酸化膜の膜厚はナノスペック 7100 にて測定した。 

PECVD 装置にて GeH4（10%H2 希釈）流量 75sccm、

H2流量15sccm、ガス圧60mTorr、出力50W、基板温度

200℃（電極温度 334℃）、堆積時間 285s の条件で a-Ge

膜を堆積した。 

その後、窒素雰囲気 700℃で熱結晶化を行い、結晶性

をラマン分光法(Ar+レーザー、波長 514.5nm)により評価

した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Si 酸化膜の膜厚は設計膜厚 100nm に対し、107nm

であった。 

Ge 膜の膜厚は約 100nm であった。  

また、700℃で熱結晶化した Ge 膜のラマンスペクトルを

Fig. 1 に 示 す 。 こ の ラ マ ン ス ペ ク ト ル に お け る

a-Ge(270cm-1)と poly-Ge(300cm-1)のピーク面積の比率

から見積もった結晶化率は 80%であった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同研究者 

松尾 直人(兵庫県立大学) 

部家 彰(兵庫県立大学) 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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Fig.1 The Raman spectra of Ge film 

after thermal crystallization. 


